SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR

zur Messung der Bestrahlungsstarke

Die Silizium-Solarstrahlungssensoren (Si-Sensoren) werden seit 1994 in
unterschiedlichen Varianten hergestellt. Dabei wurden bis zum Jahr 2005
mehr als 3000 Sensoren weltweit verkauft. Die Solarstrahlungssensoren
bilden eine preiswerte Lésung fir die Messung der Bestrahlungsstarke.
Gleichzeitig gewabhrleistet das pulverbeschichtete Aluminiumgehduse mit
der hinter Glas einlaminierten Solarzelle einen sehr robusten und zuver-

lassigen Sensoraufbau.

Allgemeines

Funktionsweise

Eine Silizium(Si)-Solarzelle kann als
Strahlungssensor genutzt werden, weil
der KurzschluRstrom der Zelle proportio-
nal zur Bestrahlungsstarke ist. Unsere Si-
Sensoren nutzen eine monokristalline
Solarzelle, die liber einen niederohmi-
gen Widerstand nahezu im Kurzschluf
betrieben wird. Der positive Temperatur-
koeffizient des KurzschluRstromes fiihrt
zu einem geringen MeRfehler.

Daher besitzen einige unserer Si-
Sensoren (mit dem Kiirzel ,TC" eine
aktive Temperaturkompensation, die die-
sen Fehler um den Faktor 20 verkleinert.
Dafiir wird ein spezieller Temperaturfiih-
ler auf die Riickseite der Solarzelle ein-
laminiert. Beim Aufbau der notwendigen
elektronischen Schaltung wurde auf
einen stromsparenden Aufbau geachtet.
Beispielsweise betragt die Stromauf-
nahme des Si-01TC aus der internen
Lithium-Batterie nur ca. 15 pA.

Unsere Si-Sensoren werden in unter-
schiedlichen Varianten mit interner und
externer Spannungsversorgung, mit un-

terschiedlichen MeRsignalen und optio-
naler Messung der Solarzellentempera-
tur angeboten. Alle Sensoren werden
unter kiinstlichem Sonnenlicht gegen
eine Referenzzelle (regelmaRige Rekali-
brierung mit Sekunddrstandard-Pyrano-
meter; Kipp&Zonen, CM11) kalibriert.

Mechanischer Aufbau

Die Solarzelle ist in Ethylen-Viny-
Acetat (EVA) zwischen Glas und Tedlar-
folie eingebettet. Die einlaminierte Zelle
ist in einem Gehduse aus pulverbe-
schichtetem Aluminium integriert. Der
Aufbau des Si-Sensors entspricht daher
dem eines PV-Moduls. Der elektrische
AnschluB erfolgt tiber eine wasserdichte
(IP 65) Stecker-/Buchsenverbindung.

Optionale Temperaturmessung
Zusatzlich zur Strahlungsmessung er-
mdglichen unsere Si-Sensoren mit dem
Kiirzel “-T” in der Typenbezeichnung
eine Messung der Solarzellentemperatur
durch einen direkt auf die Zelle lami-
nierten Temperatursensor.
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SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR

Technische Daten

SI-SENSOR o Solarzelle: Monokristallines Silizium (50 mm x 33 mm)
Allgemein e StrommeRshunt: 0,1 Q (TK =20 ppm / K) bei 1 V- und 20 mA-Ausgang
0,12 Q (TK =20 ppm / K) bei 10 V-Ausgang
o Arbeitstemperatur: -20 °Chis 70 °C
o Elektrischer AnschluB tiber Stecker- / Buchsenverbindung
o Gehause, Schutzart: Pulverbeschichtetes Aluminium, IP 65
o Abmessungen, Gewicht: 145mm x 83mm x 39mm, ca. 250 g
GENAUIGKEIT o Fehler mit Temperaturkompensation im Vergleich zum Pyranometer
Bestrahlungsstirke uber den Arbeitsbereich von -20 °C bis 70 °C: 5%
e Linearitat der elektronischen Schaltung: +0,3 % v.M. fiir 50 bis 1300 W/m2
Temperatur o Abweichung bei 25 °C: +15°C
¢ Nichtlinearitat: +0,5°C
o Abweichung bei minimaler und maximaler Temperatur: +2,0°C
Typeniibersicht:
Typ Solare Bestrahlungsstarke Modultemperatur
Spannungs- Temperatur- Ausgangssignal | Ausgangssignal
versorgung kompensation
Si-01TC | interne ja 0 bis 1V fiir entfllt
Li-Batterie 0 bis 1000 W/m?2
Si-01TCext | 5bis28V,, ja 0 bis 1V fiir entfallt
0 bis 1000 W/m?
Si-0O1TC-T | 5V, +10% ja 0 bis 1V fiir 1,235V +T[°C]* 10mVv/°C
0 bis 1000 W/m2 | -20 bis 100 °C
Si-02 | entfillt nein ca. 60 mVfir | entfillt
1000 W/m?2
Si-10TC | 12bis28V,. | ja 0bis 10V fir | entfallt
0 bis 1000 W/m?
Si-420TC | 12bis28V,, ja 4 bis 20 mA fiir | entfallt
0 bis 1200 W/m?2
Si-420TC-T | 12bis28V,. | ja 4 bis 20 mA firr | (13,88+0,08/°C-T[°C)mA
0 bis 1200 W/m2 | -20 bis 100 °C
LIEFERUMFANG « Si-Sensor mit passendem IP 65-Stecker
Optional o Abgeschirmtes Kabel, 0,14 mm2, UV- und warmebestandig

Vorkonfektionierung des Kabels auf die gewlinschte Lange
Version mit Kabelverschraubung und 3 m AnschluRkabel (Aderendhtilsen)
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SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR
Elektrischer Anschluff und Pinbelegung

Fir den elektrischen AnschluR ist jeder Si-Sensor mit einer AnschluRbuchse verse-
hen und wird mit einem zugehdrigen Stecker ausgeliefert.

ELEKTRISCHER
ANSCHLUR

Technische Daten AnschluBstecker:

o Aderquerschnitt (optimal /max.): 0,14 mm?2 / 0,25 mmz2 (AWG26 / AWG24)
o Kabeldurchlass: 3,5..5 mm

e Schutzart: IP67 in Verbindung mit der zugehdrigen Buchse

In der folgenden Tabelle sind die AnschluRbelegungen der unterschiedlichen
Solarstrahlungssensoren aufgelistet. Die Pinnummern befinden sich auf der
Innenseite der AnschluRstecker. Bitte beachten Sie die Montageanleitung unten auf
dieser Seite. Nur wenn die Montagereihenfolge der einzelnen Bauteile eingehalten

wird, kann die hohe Schutzart IP67 im gesteckten Zustand erreicht werden.

Typ Pinbelegung des Steckers
Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
Si-01TC | Plus-Signal Minus-Signal entfallt entfallt
Bestrahlungsstarke | Bestrahlungsstarke
Si-01TCext | Plus-Signal Minus-Signal* Plus-AnschluR | entfllt
Bestrahlungsstarke | Bestrahlungsstarke | Versorgung
Si-01TC-T | Plus-Signal Plus-Signal Plus-Anschluf Minus-Signal*
Temperatur Bestrahlungsstarke | Versorgung Bestrahlungsstarke
Si-02 | Plus-Signal Minus-Signal entfallt entfallt
Bestrahlungsstarke | Bestrahlungsstarke
Si-10TC | Plus-Signal Minus-Signal* Plus-AnschluR | entfallt
Bestrahlungsstarke | Bestrahlungsstdrke | Versorgung
Si-420TC | Plus-Signal Minus-Signal* Plus-Anschluf | entfillt
Bestrahlungsstarke | Bestrahlungsstarke | Versorgung
Si-420TC-T | Plus-Signal Plus-Signal Plus-Anschluf Minus-Signal*
Temperatur Bestrahlungsstarke | Versorgung Bestrahlungsstarke
Kabelausfiihrung | Braun Orange Rot Schwarz
Temperatur Bestrahlungsstarke | Versorgung (Plus) | Minus-Signal




HINWEISE

Besonderheiten

MECHANISCHE
BEFESTIGUNG

HANDHABUNG
GEHAUSE

MONTAGE DES
STECKERS

SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR
Handhabung und Installation

e Der Si-01TC kann aufgrund seines eingestellten Kalibrierfaktors von 1 V pro
1000 W/m2 und seiner internen Versorgung Uber eine Lithium-Batterie in Ver-
bindung mit einem Digitalvoltmeter direkt zur Ablesung der Bestrahlungsstarke in
kW/mz2 verwendet werden.

o Achtung: Um die beim Si-01TC eingebaute Lithium-Batterie nicht tibermaRig zu
strapazieren und vorzeitig zu entladen, sollte stets ein hochohmiges Spannungs-
meRgerat angeschlossen werden (Eingangswiderstand > 1 MQ).

¢ Achtung: Die maximale Biirde fiir die MeRsignale beim Si-420TC(-T) ist 400 Q

¢ Die Minus-Signale aller unserer Sensoren sind gleichzeitig Bezugsmasse der Ver-
sorgungsspannung (in der Tabelle mit einem * gekennzeichnet).

Zur mechanischen Befestigung des Si-Sensors verfiigt dieser iiber zwei
Wandlaschen mit jeweils drei M6-Durchgangsbohrungen. Zur Befestigung muR der
Si-Sensor an jeder Wandlasche mit mindestens einer M6-Schraube und Unterleg-
scheibe an einer geeigneten Unterkonstruktion befestigt werden.

Bei der Montage ist zu beachten, daR das Druckausgleichselement (neben der
elektrischen AnschluRbuchse) nicht beschadigt wird. Sollte bei der Montage die
Abdeckkappe des Druckausgleichselements gel6st werden, so kann diese wieder auf-
geklippt werden, sofern das Druckausgleichselement oder die Kappe nicht beschad-
digt worden sind.

Sollte eine Reinigung des Si-Sensors notwendig sein, so kénnen hierzu ein wei-
ches Baumwolltuch, Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

Ein Offnen des Si-Sensors seitens des Installateurs oder Anwenders ist nicht not-
wendig. Wenn das Gehduse dennoch gedffnet wird, so kann keine Gewahr fiir die
Dichtigkeit ibernommen werden.

Sollte der Si-Sensor doch einmal gedffnet werden, so ist hierbei unbedingt
Folgendes zu beachten:

o Zum Offnen sind die Schrauben an den W andlaschen mit einem Schraubendreher
Torx T10 zu entfernen. Die seitlichen Deckel kdnnen dann abgenommen werden.

o Die beiden Teile des horizontal geteilten Profilgehiuses diirfen weder beim Off-
nen noch beim Schliefen gegeneinander verschoben werden. Andernfalls kann
die Dichtung beschédigt werden und Feuchtigkeit in den Si-Sensor eindringen.
Zum Trennen der beiden Gehduseteile ist die untere Gehdusehdlfte leicht von
Hand zu spreizen, dann kann die obere Gehdusehdlfte entfernt werden. Hierbei
darf nur sehr vorsichtig Kraft auf die obere Gehdusehalfte ausgeiibt werden, da
ansonsten die Solarzelle bzw. die Glasscheibe brechen kann.

e Zum SchlieRen der beiden Gehdusehaften kénnen diese ineinander geklippt wer-
den, niemals diirfen diese gegeneinander verschoben werden.

e Beim Zuschrauben der seitlichen Deckel miissen die Schrauben Torx T10 mit
einem Drehmoment von 100 Ncm angezogen werden.
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